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 東芝CMOSデジタル集積回路  シリコン  モノリシック 

TC74HCT652AP 
 
Octal bus Transceiver/Register 
 
 

TC74HCT652A は､シリコンゲート CMOS 技術を用いた高速

CMOS 8 回路入り D 型フリップフロップ内蔵双方向性バスバッファ

です。CMOS の特長である低い消費電力で､LSTTL に匹敵する高速

動作を実現できます。 
入力は TTL レベルですので､TTL レベルのバスに直結できます。

イネーブル入力 GAB､GBA をともに “H” にすると A バスが入力､

B バスが出力となり､ともに “L” にすると B バスが入力､A バスが出

力となります。 
また､GAB を “L”､ GBA を “H” とすると､A バス､B バスともに

高インピーダンス状態になります。 
選択入力 SAB､SBA を “L” にすると､リアルタイムで入力信号を

出力します。SAB､SBA を “H” にすると D 型フリップフロップ側の

信号を出力します。クロック入力の CAB､CBA は立ち上がりで動作します。また､すべての入力には静電破壊から素子を

保護するために､ダイオードが付加されています。 
 

特  長(注) 
• 高速動作 : fmax = 60 MHz (標準) (VCC = 5 V) 
• 低消費電流 : ICC = 4 μA (最大) (Ta = 25°C) 
• TTL レベル入力 : VIL = 0.8 V (最大) 
  VIH = 2.0 V (最小) 
• バッファ出力 : LSTTL 15 個を直接駆動可能 
• 対称出力インピーダンス : |IOH| = IOL = 6 mA (最小) 
• バランスのとれた遅延時間 : tpLH ∼ − tpHL 
• LSTTL (74LS652) と同一ピン接続､同一ファンクション 
 

注: バス端子が出力モードのときには､外部より信号を与えないで下さい。 
バス端子がフローティング (高インピーダンス状態) のときには､外部抵抗などによる入力レベルの固定が必

要です。 
 

ピン接続図 

 
 

質量: 1.50 g (標準) 
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論理図 
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真理値表 

Control Inputs Bus 

GAB GBA  CAB CBA SAB SBA A B 
Function 

X 

(注) 

X 

(注) 
X X 

入力

Z 

入力

Z 
A バス､B バスともに出力ディセーブル状態になります。 

L H 
  X X X X A バス､B バスともに内部フリップフロップの入力になり､ク

ロックの立ち上がりで､データを記憶します。 

X 

(注) 

X 

(注) 
L X 

入力

L 

H 

出力

L 

H 

A バスのデータが B バスに出力されます。 

 
X 

(注) 
L X 

L 

H 

L 

H 
A バスのデータが B バスに出力され､それと同時にクロックの
立ち上がりでデータを内部フリップフロップに記憶します。

X 

(注) 

X 

(注) 
H X X Qn 内部フリップフロップに記憶されたデータを出力します。 

H H 

 
X 

(注) 
H X 

L 

H 

L 

H 
A バスのデータがクロックの立ち上がりで B バスに出力され
ます。 

X 

(注) 

X 

(注) 
X L 

出力

L 

H 

入力

L 

H 

B バスのデータが A バスに出力されます。 

X 

(注) 
 X L 

L 

H 

L 

H 
B バスのデータが A バスに出力され､それと同時にクロックの
立ち上がりでデータを内部フリップフロップに記憶します。

X 

(注) 

X 

(注) 
X H Qn X 内部フリップフロップに記憶されたデータを出力します。 

L L 

X 

(注) 
 X H 

L 

H 

L 

H 
B バスのデータがクロックの立ち上がりで A バスに出力され
ます。 

H L 
X 

(注) 

X 

(注) 
H H 

出力

Qn

出力

Qn

内部フリップフロップに記憶されたデータを出力します。 

A バスのフリップフロップ → B バスへ出力 

B バスのフリップフロップ → A バスへ出力 

X : Don’t care 

Qn : 直前のクロックによって内部フリップフロップに記憶されたデータ 

Z : High impedance 

注: クロックは､GAB およびGBA 端子には関係なく働きます。 
従って A バス･B バスのデータはいつでも内部フリップフロップにクロックの立ち上がりで記憶されます。 
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タイミング図 

 
 

システム図 
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絶対最大定格 (注 1) 

項 目 記 号 定 格 単位 

電 源 電 圧 VCC −0.5~7.0 V 

入 力 電 圧 VIN −0.5~VCC + 0.5 V 

出 力 電 圧 VOUT −0.5~VCC + 0.5 V 

入 力 保 護 ダ イ オ ー ド 電 流 IIK ±20 mA 

出 力 寄 生 ダ イ オ ー ド 電 流 IOK ±20 mA 

出 力 電 流 IOUT ±35 mA 

電 源 / G N D 電 流 ICC ±75 mA 

許 容 損 失 PD 500 (注 2) mW 

保 存 温 度 Tstg −65∼150 °C 

注 1: 絶対最大定格は､瞬時たりとも超えてはならない値であり､1 つの項目も超えてはなりません。 
本製品の使用条件 (使用温度/電流/電圧等) が絶対最大定格/動作範囲以内での使用においても､高負荷 (高温お
よび大電流/高電圧印加､多大な温度変化等) で連続して使用される場合は､信頼性が著しく低下するおそれが
あります。 
弊社半導体信頼性ハンドブック (取り扱い上のご注意とお願いおよびディレーティングの考え方と方法) およ
び個別信頼性情報 (信頼性試験レポート､推定故障率等) をご確認の上､適切な信頼性設計をお願いします。 

注 2: Ta = −40~65°C まで､500 mW。Ta = 65~85°C の範囲では−10 mW/°C で､300 mW までディレーティングして
ください。 

 
動作範囲 (注) 

項 目 記 号 定 格 単位 

電 源 電 圧 VCC 4.5~5.5 V 

入 力 電 圧 VIN 0~VCC V 

出 力 電 圧 VOUT 0~VCC V 

動 作 温 度 Topr −40~85 °C 

入 力 上 昇 ､ 下 降 時 間 tr, tf 0~500 ns 

注: 動作範囲は動作を保証するための条件です。 
使用していない入力は VCC､もしくは GND に接続してください。 

 
電気的特性 

DC特性 
測 定 条 件 Ta = 25°C Ta = −40~85°C

項 目 記 号 
 

VCC 
(V) 最小 標準 最大 最小 最大

単位

“H” レベル VIH ⎯ 4.5~
5.5 2.0 ⎯ ⎯ 2.0 ⎯ 

入力電圧 
“L” レベル VIL ⎯ 4.5~

5.5 ⎯ ⎯ 0.8 ⎯ 0.8 
V 

IOH = −20 μA 4.5 4.4 4.5 ⎯ 4.4 ⎯ 
“H” レベル VOH 

VIN  
= VIH or 
VIL IOH = −6 mA 4.5 4.18 4.31 ⎯ 4.13 ⎯ 

IOL = 20 μA 4.5 ⎯ 0.0 0.1 ⎯ 0.1 
出力電圧 

“L” レベル VOL 
VIN  
= VIH or 
VIL IOL = 6 mA 4.5 ⎯ 0.17 0.26 ⎯ 0.33

V 

ス リ ー ス テ ー ト 

オ フ リ ー ク 電 流 
IOZ 

VIN = VIH or VIL 

VOUT = VCC or GND 
5.5 ⎯ ⎯ ±0.5 ⎯ ±5.0 μA 

入 力 電 流 IIN VIN = VCC or GND 5.5 ⎯ ⎯ ±0.1 ⎯ ±1.0 μA 

ICC VIN = VCC or GND 5.5 ⎯ ⎯ 4.0 ⎯ 40.0 μA 

静 的 消 費 電 流 
IC 

Per input: VIN = 0.5 V or 2.4 V

Other input: VCC or GND 
5.5 ⎯ ⎯ 2.0 ⎯ 2.9 mA 
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タイミング推奨動作条件 (input: tr = tf = 6 ns) 

測 定 条 件 Ta = 25°C 
Ta = 
−40

~85°C項 目 記 号 

 VCC (V) 標準 Limit Limit

単位

最 小 パ ル ス 幅 

(CK) 

tW (L) 

tW (H) 
⎯ 

4.5 

5.5 

⎯ 

⎯ 

15 

14 

19 

17 
ns 

最 小 セ ッ ト ア ッ プ 時 間 ts ⎯ 
4.5 

5.5 

⎯ 

⎯ 

10 

9 

13 

12 
ns 

最 小 ホ ー ル ド 時 間 th ⎯ 
4.5 

5.5 

⎯ 

⎯ 

5 

5 

5 

5 
ns 

ク ロ ッ ク 周 波 数 f ⎯ 
4.5 

5.5 

⎯ 

⎯ 

31 

37 

25 

30 
MHz

 
AC特性 (input: tr = tf = 6 ns) 

測 定 条 件 Ta = 25°C Ta = −40~85°C
項 目 記 号 

 
CL 

(pF)
VCC 
(V) 最小 標準 最大 最小 最大

単位

出力上昇､下降時間 
tTLH 

tTHL 
⎯ 50

4.5

5.5

⎯ 

⎯ 

7 

6 

12 

11 

⎯ 

⎯ 

15 

14 
ns 

50
4.5

5.5

⎯ 

⎯ 

20 

17 

30 

27 

⎯ 

⎯ 

38 

34 伝 搬 遅 延 時 間 

(bus-bus) 

tpLH 

tpHL 
⎯ 

150
4.5

5.5

⎯ 

⎯ 

25 

22 

38 

34 

⎯ 

⎯ 

48 

43 

ns 

50
4.5

5.5

⎯ 

⎯ 

29 

26 

44 

40 

⎯ 

⎯ 

55 

50 伝 搬 遅 延 時 間 

(CAB, CBA-bus) 

tpLH 

tpHL 
⎯ 

150
4.5

5.5

⎯ 

⎯ 

34 

31 

52 

47 

⎯ 

⎯ 

65 

59 

ns 

50
4.5

5.5

⎯ 

⎯ 

24 

21 

34 

31 

⎯ 

⎯ 

43 

39 伝 搬 遅 延 時 間 

(SAB, SBA-bus) 

tpLH 

tpHL 
⎯ 

150
4.5

5.5

⎯ 

⎯ 

29 

26 

42 

38 

⎯ 

⎯ 

53 

48 

ns 

50
4.5

5.5

⎯ 

⎯ 

22 

20 

33 

30 

⎯ 

⎯ 

41 

37 出力イネーブル時間 

(GAB, GBA -bus) 

tpZL 

tpZH 
RL = 1 kΩ 

150
4.5

5.5

⎯ 

⎯ 

27 

24 

41 

37 

⎯ 

⎯ 

51 

46 

ns 

出 力 デ ィ セ ー ブ ル 
時 間 

(GAB, GBA -bus) 

tpLZ 

tpHZ 
RL = 1 kΩ 50

4.5

5.5

⎯ 

⎯ 

24 

22 

35 

32 

⎯ 

⎯ 

44 

40 
ns 

最大クロック周波数 fmax ⎯ 50
4.5

5.5

31 

37 

55 

61 

⎯ 

⎯ 

25 

30 

⎯ 

⎯ 
MHz

入 力 容 量 CIN ⎯ ⎯ 5 10 ⎯ 10 pF 

バ ス 端 子 入 力 容 量 CI/O ⎯ ⎯ 13 ⎯ ⎯ ⎯ pF 

等 価 内 部 容 量 CPD (注) ⎯ 39 ⎯ ⎯ ⎯ pF 

注: CPD は､無負荷時の動作消費電流より計算した IC 内部の等価容量です。 

 無負荷時の平均動作消費電流は､次式により求められます。 

ICC (opr) = CPD･VCC･fIN + ICC/8 (ビット当たり) 
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外形図 

 
 
質量: 1.50 g (標準) 
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当社半導体製品取り扱い上のお願い 
20070701-JA

• 当社は品質，信頼性の向上に努めておりますが，一般に半導体製品は誤作動したり故障することがあります。当

社半導体製品をご使用いただく場合は，半導体製品の誤作動や故障により，生命・身体・財産が侵害されること

のないように，購入者側の責任において，機器の安全設計を行うことをお願いします。 
なお，設計に際しては，最新の製品仕様をご確認の上，製品保証範囲内でご使用いただくと共に，考慮されるべ

き注意事項や条件について「東芝半導体製品の取り扱い上のご注意とお願い」，「半導体信頼性ハンドブック」な

どでご確認ください。 

• 本資料に掲載されている製品は，一般的電子機器（コンピュータ，パーソナル機器，事務機器，計測機器，産業

用ロボット，家電機器など）に使用されることを意図しています。特別に高い品質・信頼性が要求され，その故

障や誤作動が直接人命を脅かしたり人体に危害を及ぼす恐れのある機器（原子力制御機器，航空宇宙機器，輸送

機器，交通信号機器，燃焼制御，医療機器，各種安全装置など）にこれらの製品を使用すること（以下“特定用

途”という）は意図もされていませんし，また保証もされていません。本資料に掲載されている製品を当該特定用

途に使用することは，お客様の責任でなされることとなります。 

• 本資料に掲載されている製品を，国内外の法令，規則及び命令により製造，使用，販売を禁止されている応用製

品に使用することはできません。 

• 本資料に掲載してある技術情報は，製品の代表的動作・応用を説明するためのもので，その使用に際して当社及

び第三者の知的財産権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。 

• 本資料に掲載されている製品の RoHS 適合性など、詳細につきましては製品個別に必ず弊社営業窓口までお問合

せください。本資料に掲載されている製品のご使用に際しては、特定の物質の含有･使用を規制する RoHS 指令な

どの法令を十分調査の上、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様が適用される法令を遵守しないこ

とにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いかねます。 

• 本資料の掲載内容は，技術の進歩などにより予告なしに変更されることがあります。 
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